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１．概要（Summary） 

 本研究では、シリコン上のグラフェン整形技術の構

築を行い、近年応用が期待される電子デバイス、光・

電子デバイス等におけるデバイス作製に適用する。こ

こでは、シリコン基板上のシリコンをドライエッチン

グにより微細加工してグラフェン電子デバイス、光・

電子デバイスを作製することを目指し、グラフェン整

形技術の構築を行う。整形したグラフェンに対して電

極形成をしたのち、作成したデバイス形状の観測やエ

ッチングによるデバイス整形状況を原子間力顕微鏡

で観測し、ドライエッチングがデバイス構造に与える

影響を評価する。これにより最終的には、高速動作が

可能な電子デバイスや光・電子集積回路へ応用可能で

あることを示すことが目的である。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 原子間力顕微鏡 

 

【実験方法】 

シリコン基板に対して、グラフェンを剥離法により形成し

た後、金属マスクを用いたグラフェンのドライエッチング・

電極形成を行った。本研究では、NIMS 微細加工プラッ

トフォームにおいて、作成したデバイスの原子間力顕微鏡

観察とそれによるグラフェン層数評価を行った。これにより、

最終的には、ドライエッチングによる微細加工条件がグラ

フェンデバイス構造やその特性に与える影響を評価する。

本研究では、慶應義塾大学牧研究室で作製した整形済

みグラフェンデバイスを利用して、NIMS 微細加工プラッ

トフォームにおいて、原子間力顕微鏡による 3次元デバイ

ス構造を観察し、ドライエッチングによって加工されるグラ

フェンの精密な形状観測や、ドライエッチングがデバイス

構造に与える影響を精密に評価した。ここでは特に、

NIMS 微細加工プラットフォームが有する自動ステージタ

イプの原子間力顕微鏡を利用することで、デバイス内に形

成されているグラフェンの層数等の直接観測を試みた。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 測定した原子間力顕微鏡の像およびグラフェン・電

極部分を含む断面形状を Fig.1 に示す。電極間に形成

されたグラフェンを明瞭に観測することに成功した。

今回の測定においては、8層～85層のグラフェン形状

評価に成功した。今後、本デバイスの電気測定・光測

定を行い、グラフェン形状がデバイス特性に与える影

響を調べる。 

 

Fig.1. (a) AFM image of a graphene device. (b) Cross 

section profile of the graphene between electrodes. 
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